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* Objetivos
* Estudar as memdrias em semicondutores presentes nos
computadores

* Conteudos
e Estrutura
* Tipos
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*Usadas para manter os dados e programas a serem acessados diretamente pelo
microprocessador.

* Os bits sdo armazenados em células de memoria implementadas em pastilha semicondutora.

* A identificacdo das informagbes armazenadas é feita por enderegos bindrios. O acesso
(leitura/escrita) é feito por ativagao de sinais elétricos.

* As informagbes sdo acessadas de forma aleatéria (random access), ou seja, o tempo de acesso €
igual para qualquer enderego.

* A unidade de acesso € a palavra binaria, sendo que o nimero de bits da palavra depende da
arquitetura do microprocessador.

» Apresenta baixo tempo de acesso (ordem de nanosegundos), limitado pelo atraso de tempo
intrinseco dos componentes integrados na pastilha.
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Volatilidade/Persisténcia dos dados

* Memoria Volateis

Os dados permanecem armazenados enquanto a alimentagdo da pastilha (Cl) for
mantida.

* Memoérias ndo-volateis

Os dados s@o mantidos inalterados mesmo ap6s a retirada da alimentagéo do Cl.
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Classificacao

Acessos de leitura/escrita (R/W)

» Memérias somente de leitura (read only memories — ROMs)

Durante a operagéo normal, os dados s6 podem ser lidos.

Usadas para armazenamento de programas permanentes ou dados constantes.

- Memdrias de leitura e escrita (read and write memories — RWMs)

Os dados podem ser lidos e alterados durante a operagao normal.

Usadas para o armazenamento de programas e dados temporarios que podem
ser alterados durante a operag¢édo do microprocessador.
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Memorias ROM: Programabilidade

- Memérias apenas de leitura (ROM)

As informagbes sdo gravada no processo de fundicdo da pastilha e ndo podem ser
alteradas pelo usuario.

- Memérias apenas de leitura e programaveis (PROMs)

As informagbes podem ser gravadas pelo usuario, mas ndo podem ser alteradas.

» Memérias apenas de leitura programaveis e alteraveis (EPROMs)

A memdria podem ser gravadas e alteradas pelo usuario.
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Classificacao

Memorias RWM: dinamica de armazenamento dos dados

- Memdrias estaticas (static RAMs - SRAMs)

Os dados permanecem inalterados enquanto o Cl estiver alimentado.

» Memorias dindmicas (dynamic RAMs - DRAMSs)

Enquanto a alimentagdo € mantida no CIl, os dados precisam ser reavivados
(refreshed) periodicamente.
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Tipos de Memorias

RAM (Random Access Memory)
* SRAM (Static RAM)
* DRAM (Dynamic RAM)
* SDRAM (Syncronous DRAM)
* EDO-RAM (Extended Data Out RAM)

ROM (Read Only Memory)
* ROM Mask
* PROM (Programmable ROM)
* EPROM (Erased PROM)
* UVPROM (UltraViolet PROM)
+ EEPROM (Electric EPROM)
* FLASH
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Layout Interno do Cl

Palavra Enderegos - Identifica a palavra a ser acessada.

on hits Decodificador de Enderecos > Recebe a palavra de endereco (n
bits) e ativa a linha correspondente da matriz de dados que
armazena a palavra enderegada.

mf‘> Decod. Matriz Matriz_de dados > Contém as células de meméria (1 bit)
Ender. de organizadas de forma a representar 2" palavras de m bits cada. As
Dados células basica sdo implementadas em circuitos que dependem do

tipo de meméria (ROM,RAM).

‘ ‘ ‘ ‘ Palavra de Dados (m bits) > Representa a palavra acessada.

r———— Circuito de E/S | Sinais de controle - Indicam o acesso (R,W) e a habilitagdo do CI.
T Circuitos de E/S - Conjunto de drivers responsaveis por armazenar
RWE . ou ler os bits em cada célula e conectar a matriz de dados com o
m bits barramento de dados.
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Operacao de Escrita

enderego end. valido (n bits)

Dados———— dados validos

CE —| ,7
R/W
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endereco

Operacao de Leitura
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end. valido (n bits)

I
-
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Célula DRAM

Column

Row
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Célula SRAM
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Célula ROM Mask
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Célula PROM
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Memorias em Semicondutores
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Exemplo de CI

DESCRIPTION Voo

The M2732A is a 32,768 bit UV erasable and |
electrically programmable memory EPROM. It is
organized as 4,096 words by 8 bits. The M2732A 2 8

with its single 5V power supply and with an access AO-A11 #:) C-,"ﬂ) Qo-Q7
time of 200 ns, is ideal suited for applications where
fast turn around and pattermn experimentation one
important requirements.

The M2732A s honsed in a 24 pin Window Ceramic GVpp —O
Frit-Seal Dual-in-Line package. The transparent lid

allows the user to expose the chip to ultraviolet light

to erase the bit pattern. A new pattern can be then

written to the clerice by following the programming

procedure.

mi

— mz2raza

Vss
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Configuracao Interna

Logic Block Diagram Pin Configuration
soIc
Top View
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Organizacao da Memoria

+ Célula de memodria (armazena um bit)

* Cls de memodria (tamanho limitado)
* Bancos de memoria (expanséo da capacidade e

largura)

Dados

» End = n? bits de enderego
» Dados = n? bits de dados
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“Pente de Memoria”

Exemplo: Toshiba

* 514400 (1Mx4)
+ 511000 (1Mx1)

| 1Mx4 | 1Mx4 | ima |

| 1Mx8 | twxt |

Pente de 1Mbyte com paridade
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Bancos de Memoria
D003 (——Ncp cl2 cl3 cl4
AO...A9 ——
WR™ WE
04.07  (—T—Ncn cl2 cl3 cl4
AO...A9 —T—
WE ___
CE
A10 g ‘
A1
ME E
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Laténcia — Tempo de Acesso

SPEED VS. LATENCY AS MEMORY TECHNOLOGY HAS MATURED
INDUSTRY STANDARDS)

MODULE SPEED (MT/s) CLOCK CYCLE TIME (ns) CAS LATENCY (CL) TRUE LATENCY (ns)
SDR 100 8.00 = 2400
SDR 133 750 3 2250
oDR 335 600 25 1500
DDR 400 5.00 3 15.00
DDR2 667 3.00 - 15.00
DDR2 800 250 6 15.00
DDR3 1333 150 9 1350
DDR3 1608 125 1 1375
DDR4 1866 107 13 13.93
DDR4 2133 0.94 15 1406
DDR4 2400 0.83 17 1417
DDR4 2666 075 18 1350
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Contato

eferlin@live.com

—

(BLOG) professorferlin.blogspot.com

—  (SITE) professorferlin.webnode.com.br

(YOUTUBE) ProfEdsonPedroFerlin
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